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鳴 2 光子イオン化過程での 100%イオン化とフォトイオンの選択的検出を示した．
AlAs/GaAs 多層膜中の As の深さ方向分析を行い，O2+を一次イオンビームとする SIMS











特徴を有する．本方法によって求めた Si や GaAs 中の微量元素（9 元素）の濃度は，
広い濃度範囲でファクター２の確度で化学分析値と一致し，同法の有効性を実証した． 
第５章では，レーザ SNMS 装置を用いた深さ方向分析法の高分解能化および定量性













における As の濃度について透過型電子顕微鏡 -エネルギー分散型 X線分光（TEM-EDX）に
よる分析も交えて調べた結果，酸素不純物によるマトリクス効果のため SIMS では過剰
に見積もられた As 偏析量が，レーザ SNMS では正確に求められることを示した．この
ように SIMS では正確な濃度を得ることは困難であった界面近傍の分析において，レ





ことで，レーザ SNMS ではごく浅い領域（20 nm 未満）における B の深さ方向プロフ

















1. ダイナミック SIMS 装置に高繰り返し周波数・高出力エキシマレーザを組み込んだ
新しいレーザ SNMS 装置を開発し，中性粒子を 100%イオン化し選択的に検出し，
かつ，連続スパッタイオンビームを用いて広いダイナミックレンジでパルスカウ
ンティングが可能な，深さ方向分析に適したレーザ SNMS として完成させた．  








スパッタリングの理論解析を行い，レーザ SNMS と AES が同等の定量性を有する
ことを初めて示した．レーザ SNMS を高い深さ方向分解能を有し定量性を有する





面近傍の分析においてレーザ SNMS が正確な結果を与えることを実証した．  
 
以上本論文は，半導体表面分析において SIMS の定量精度を向上させ AES と同じ定
量精度を示し，かつ，深さ方向分解能および感度に優れるレーザ SNMS を確立すると
ともに工学的に応用した結果として，半導体デバイスの表面・界面近傍における定量
分析を実現したものであり，学術上，実際上寄与するところが少なくない．よって，
本論文は博士（工学）の学位論文として価値あるものと認める．また，平成２８年８
月９日，論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果，合格と認めた． 
 
